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IV. Opis programu studiow
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Jednostka prowadzaca przedmiot

Koordynator przedmiotu dr inz. Dorota Wiraszka
Dziekan Wydziatu Elektrotechniki
Zatwierdzit Automatyki i Informatyki

Dr hab. inz. Antoni R6zowicz, prof. PSk

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotow

Status przedmiotu

Jezyk prowadzenia zajec

Usytuowanie modutu w planie studiéw - semestr

Wymagania wstepne
Egzamin (TAK/NIE)
Liczba punktéw ECTS

g?c';w: dzenia zajeé wyktad éwiczenia laboratorium projekt Inne
Liczba godzin
w semestrze 30 0 15 0 0




EFEKTY UCZENIA SIE

_ Symbol _ Odniesienie do
Kategoria Efekty ksztatcenia efektow
efektu ki
ierunkowych
Ma uporzadkowang i podbudowang teoretycznie wiedze
z zakresu fizykochemicznych podstaw dziatania potprze- ENE1_WO02
W01 | wodnikdéw, niezbedng do zrozumienia podstawowych ENE1_WO03
zjawisk wystepujacych w elementach i uktadach elektro- ENE1_WO08
nicznych.
Wiedza Zna budowe, zasade dziatania, parametry i charaktery- ENE1_WO02
W02 | styki podstawowych elementéw elektronicznych: diod, ENE1_WO03
tranzystoréw bipolarnych i unipolarnych. ENE1_WO08
Zna zasade dziatania, parametry i charakterystyki pro- ENE1_WO01
W03 stych analogowych uktadéw elektronicznych. ENE1_WO07
ENE1_WO08
ENE1_W10
Potrafi sprawnie postugiwac sie przyrzadami pomiarowy- ENE1_UO1
mi wielkosci elektrycznych i oscyloskopem cyfrowym w ENE1_U02
uo1 celu zbadania elementu lub uktadu elektronicznego. ENE1_UO05
ENE1_U06
Umiejetnosci ENE1_U11
Potrafi potgczy¢ ukiad elektroniczny, przeprowadzic jego ENE1_UO03
U02 badanie oraz opracowac wyniki badan. ENE1_UO05
ENE1_U06
ENE1 U11
Kompetencje Potrafi wspotdziata¢ i pracowac w grupie. ENE1_KO1
spoleczne K01 ENE1_KO03
ENE1 K04

TRESCI PROGRAMOWE

Forma Tresci programowe
zajeé* prog
wyktad Budowa atomu, postulaty Bohra, wigzania kowalencyjne. Struktura elektronowa krze-

mu i germanu. Energetyczny model pasmowy potprzewodnika. (wyktad 1)

Zatozenia elektronowo-dziurowej teorii przewodnictwa elektrycznego potprzewodni-
koéw. Potprzewodniki samoistne i domieszkowane. (wyktad 2)

Ziacze p-n: mechanizm tworzenia bariery potencjatu, polaryzacja w kierunku przewo-
dzenia i zaporowym. Charakterystyka pragdowo-napieciowa ztacza p-n. Przebicie zig-
cza p-n: odwracalne (Zenera i lawinowe) i nieodwracalne. (wyktad 3)

Diody warstwowe: prostownicze, uniwersalne, Zenera, Schottky’ego, elektrolumine-
scencyjne, fotodiody, pojemnosciowe — budowa, dziatanie, parametry, charakterysty-
ki. (wyktad 4)

Prostowniki jednopotéwkowe i dwupotéwkowe — schematy, zasada dziatania, prze-
biegi czasowe, parametry. (wykiad 5)

Filtracja napiecia w uktadach prostowniczych. Filtry pojemno$ciowe. (wykiad 6)

Stabilizator z diodg Zenera — analiza graficzna. (wyktad 7)

Tranzystor bipolarny - budowa, dziatanie, parametry, charakterystyki. Polaryzacja
tranzystoréw n-p-n i p-n-p. Schemat zastepczy hybrydowy tranzystora bipolarnego.
(wyktad 8)

Wzmacniacz na tranzystorze bipolarnym — analiza matosygnatowa. (wyktad 9)

Wzmacniacz na tranzystorze bipolarnym — analiza statoprgdowa. (wyktad 10)

Tranzystor polowy ztgczowy - budowa, zasada dziatania, parametry, charakterystyki.
Warunki polaryzacji. (wyktad 11)

Analiza matosygnatowa i statoprgdowa wzmacniacza na tranzystorze polowym zig-
czowym. (wyktad 12)

Tranzystor polowy MOS normalnie wytgczony i normalnie zatagczony - budowa, zasa-
da dziatania, parametry, charakterystyki. (wyktad 13)




Wzmacniacz operacyjny: schemat blokowy, wtasciwosci i parametry. Podstawowe
uktady pracy wzmacniacza operacyjnego. (wykfad 14)

Pisemne zaliczenie wyktadu. (wykiad 15)

laboratorium

Wprowadzenie do zajec¢ laboratoryjnych. Zapoznanie z organizacjg pracy w laborato-
rium, prezentacja instrukgji laboratoryjnych, okreslenie warunkéw zaliczenia przed-
miotu. (zajecia 1)

Charakterystyki i parametry diod potprzewodnikowych. (zajecia 2)

Badanie zasilaczy niestabilizowanych. (zajecia 3)

Badanie tranzystora bipolarnego. (zajecia 4)

Badanie tranzystora polowego ztgczowego JFET. (zajecia 5)

Wzmacniacz na tranzystorze polowym. (zajecia 6)

Zaliczenie programu éwiczeh laboratoryjnych. (zajecia? )

Zaliczenie przedmiotu. (zajecia 8)

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektow uczenia sie
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny

W01 X
W02 X X
W03 X X
uo1 X
uo2 X
K01 X

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Fon’i Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zaje¢
kiad ‘ ‘ Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z kolokwidow w trakcie
wyKia zajec
Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z kolokwidow w trakcie
laborato- ‘ ‘ zajet
fium Sporzadzenie sprawozdan z zaje¢ laboratoryjnych

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢




NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS
. . i Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obciazenie studenta nostka
w C L P
1. Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiéw 30 = h
3. Inne (konsultacje, egzamin)* 2 2 h
4 Razem przy bezposrednim udziale nauczy- 49 h
* | ciela akademickiego
Liczba punktéw ECTS, ktoérg student uzysku-
5. | je przy bezposrednim udziale nauczyciela 1,96 ECTS
akademickiego
6. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 51 h
7 _L|czba punktéow ECT_S, kt(_)rq student uzysku- 204 ECTS
je w ramach samodzielnej pracy !
Naklad pracy zwiazany z zajeciami o charak-
8. 15 h
terze praktycznym
Liczba punktow ECTS, ktorg student uzysku-
& je w ramach zaje¢ o charakterze praktycznym 1’22 =5
Sumaryczne godzinowe obciazenie praca
10. studenta 100 h
11 Punkty ECTS za modut 4
' 1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta

* wszelkie formy weryfikacji efektéw, w tym egzaminy oraz nie wiecej niz 2 godziny konsultacji dla kazdej formy zaje¢

LITERATURA

arON=

o

Uwaga: wykaz literatury winien uwzgledniac aktualne i dostepne publikacje

Marciniak W.: Przyrzady pétorzewodnikowe i uktady scalone, WNT, Warszawa 1994

Horowitz P., Hill W.: Sztuka elektroniki, WKL, Warszawa 2002

Floyd T. L.: Electronic Devices, Macmillan Publishing Company, New York 1988
Filipkowski A. — Podstawy elektroniki pétprzewodnikowej, WNT, Warszawa 2003

Pulfrey D.L.: Understanding Modern Transistors and Diodes, Cambridge University Press, Cam-

bridge 2010

Eggleston D. J.: Basic Electronics for Scientists and Engineers, Cambridge University Press,

Cambridge 2011




	Pole kombi 1: [Energetyka]
	Pole kombi 2: [I stopień]
	Pole kombi 3: [Ogólnoakademicki]
	Pole kombi 4: [Studia stacjonarne]
	Pole kombi 5: [Wszystkie specjalności]
	Pole kombi 6: [Katedra Informatyki, Elektroniki i Elektrotechniki]
	Pole kombi 7: [Przedmiot podstawowy]
	Pole kombi 8: [Obowiązkowy]
	Pole kombi 9: [Polski]
	Pole kombi 10: [Semestr I]
	Pole kombi 11: [Nie]
	Pole kombi 12: [4]
	Pole kombi 13: [zaliczenie z oceną]
	Pole kombi 14: [zaliczenie z oceną]


